个人成就奖——韩秀峰
（中国科学院物理研究所）
（李树深、常凯、郝跃、马琰铭、邢定钰）
1. 推荐意见
	专家姓名
	李树深
	工作单位
	中国科学院

	（描述主要科技贡献，明确推荐结论，300字以内）。
本人多次参与评审韩秀峰负责的国家重点研发项目，了解该团队取得的如下开创性成果：
磁子器件与量子效应突破：构筑垂直纳米三明治结构磁子器件，发现磁子阀、磁子结和磁子非局域自旋霍尔磁电阻效应，奠定新型磁子电路基础。
自旋共振隧穿器件创新：预测双势垒磁性隧道结量子阱共振隧穿磁电阻效应，研制出室温自旋共振隧穿二极管原型器件，其自旋/磁场/电压可控性媲美半导体共振隧穿二极管。
自旋轨道力矩(SOT)器件引领：2009年率先发明第三代SOT-MRAM及其自旋逻辑器件，获该领域首项发明专利(ZL200910076048.X)，还研制出实用型SOT磁性隧道结和可编程自旋逻辑器件。
上述成果实现“从量子效应发现到核心器件研发”全链条创新。本人郑重推荐其申报中国科学院杰出科技成就奖。

	专家姓名
	常凯
	工作单位
	浙江大学

	（描述主要科技贡献，明确推荐结论，300字以内）。
过去20多年，韩秀峰团队聚焦自旋电子学与磁子学新奇效应及核心器件研究，取得三方面开创性成果，达国际先进水平。
①磁子器件与量子效应突破：构建磁子阀和磁子结等器件，首次观测到磁子阀、磁子结和非局域自旋霍尔磁电阻效应，奠定新型磁子电路基础[论文1-4]。
②自旋共振隧穿二极管创新：预言并在双势垒磁性隧道结中实现量子阱共振隧穿磁电阻效应，研制出室温自旋RTD，具有电压/电场与自旋/磁场双调控特性[论文5-6]。
③自旋轨道力矩器件引领：2006年研发第二代纳米环自旋转移力矩磁随机存储器，2009年率先发明第三代SOT-MRAM及自旋逻辑器件。
研究成果兼具重大科学意义与应用价值，获国内外学界高度认可。本人郑重推荐其申报中国科学院杰出科技成就奖。

	专家姓名
	郝 跃
	工作单位
	西安电子科技大学

	（描述主要科技贡献，明确推荐结论，300字以内）。
本人曾担任韩秀峰研究员主持的国家重点研发计划“纳米计划”项目[2017YFA0206200]专家组专家，熟知其主要成果与创性性贡献，包括：
1. 发明了磁子阀、磁子结和磁子晶体管，实现磁子流激发、调控与探测，为纯磁子电路奠定器件物理基础。
2. 理论预测并实验观测量子阱共振隧穿磁电阻，研制出了室温自旋共振隧穿二极管，为多态自旋存储、逻辑及单自旋量子调控提供核心器件。
3. 研制出有意义的自旋轨道力矩型磁随机存储器(SOT-MRAM)和非易失可编程自旋逻辑器件。
鉴于韩秀峰研究员成果具有的重要科学意义与应用价值，尤其在磁存储器件领域的贡献，本人郑重推荐韩秀峰研究员申报中国科学院杰出科技成就奖。

	专家姓名
	马琰铭
	工作单位
	浙江大学

	（描述主要科技贡献，明确推荐结论，300字以内）。
韩秀峰研究员团队长期聚焦自旋电子学与磁子学研究，取得系列国际前沿研究成果：2006年制备出室温隧穿磁电阻达81%的全非晶磁性隧道结，为当时世界纪录；理论预测并实验验证MTJ量子阱共振隧穿磁电阻效应，研制室温自旋共振隧穿二极管；研发出第二代纳米环STT-MRAM演示器件；率先提出第三代SOT-MRAM及自旋逻辑并获首个发明专利，研制出实用型SOT-MRAM与非易失可编程自旋逻辑器件。近十年团队开发磁子阀、磁子结和磁子晶体管等器件，观测到新奇磁子阀效应、磁子结效应和非局域自旋霍尔磁电阻效应等，为磁子存储与逻辑芯片奠定新物理与器件基础。
本人认为上述成果对基础科学前沿探索和器件研发具有重大科学意义与应用价值，特推荐其申报2026年中国科学院杰出科技成就奖。

	专家姓名
	邢定钰
	工作单位
	南京大学

	（描述主要科技贡献，明确推荐结论，300字以内）。
本人作为国家重点研发计划评审专家，自2006年起多次评审韩秀峰研究员主持的项目，对其研究有深入了解。其主要科技贡献如下：
1. 磁子器件与量子效应：构建磁子阀、磁子结等器件，发现磁子阀效应、磁子结效应及非局域自旋霍尔磁电阻效应，为磁子电路提供物理与器件基础。
2. 自旋共振隧穿器件：预测双势垒磁性隧道结量子阱态及自旋共振隧穿磁电阻效应，实验研制出室温自旋共振隧穿二极管。
3. 第三代磁随机存储器：2009年发明新一代自旋轨道力矩型磁随机存储器及可编程自旋逻辑器件，获该领域首个发明专利授权，并研制出实用型器件。
上述成果达到国际领先水平，兼具重要科学价值与应用前景。本人郑重推荐韩秀峰研究员申报中国科学院杰出科技成就奖。







2. 代表作列表
	序号
	类型
	代表作名称
	著录信息
	候选人排序
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	第12作者
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	论文
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说明：公示内容须与推荐书相关部分一致。


